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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ記憶装置であって、
　導電性を有する第１のポリマー層と該第１のポリマー層上の第２のポリマー層とを含み
、該第１のポリマー層が該第２のポリマー層よりも高いガラス転移温度を有する、記憶媒
体と、
　前記第２のポリマー層に面する接触プローブと
を含む、データ記憶装置。
【請求項２】
　前記接触プローブが、書き込み動作時に前記第２のポリマー層にトポロジー変化を生成
する、請求項１に記載のデータ記憶装置。
【請求項３】
　前記第２のポリマー層が導電性を有し、前記トポロジー変化が前記第２のポリマー層に
おける窪みを含み、該窪みが前記第１のポリマー層まで延びない、請求項２に記載のデー
タ記憶装置。
【請求項４】
　前記第２のポリマー層が非導電性を有し、前記トポロジー変化が前記第２のポリマー層
におけるスルーホールを含む、請求項２に記載のデータ記憶装置。
【請求項５】
　前記第１のポリマー層が導電層として機能する、請求項１に記載のデータ記憶装置。
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【請求項６】
　前記プローブと前記第１のポリマー層との間に接続されて前記第２のポリマー層の抵抗
値の変化を測定する回路を更に含む、請求項５に記載のデータ記憶装置。
【請求項７】
　前記第１のポリマー層を支持するための基板を更に含み、該基板の導電率が前記第１の
ポリマー層の導電率よりも数桁だけ高い、請求項１に記載のデータ記憶装置。
【請求項８】
　前記プローブと前記基板との間に接続されて前記第２のポリマー層の抵抗値の変化を測
定する回路を更に含む、請求項７に記載のデータ記憶装置。
【請求項９】
　接触プローブ型記憶装置のための記憶媒体であって、基板と、該基板上の第１のポリマ
ー層と、該第１のポリマー層上の第２のポリマー層とを含み、該第１のポリマー層が導電
性を有し、及び前記第２のポリマー層よりも高いガラス転移温度を有する、接触プローブ
型記憶装置のための記憶媒体。
【請求項１０】
　前記第１のポリマー層が導電層として機能する、請求項９に記載の記憶媒体。
【請求項１１】
　前記基板の導電率が前記第１のポリマー層の導電率よりも数桁だけ高い、請求項９に記
載の記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
【背景技術】
【０００２】
　数十年にわたり、研究者は、磁気ハードドライブ、光学ドライブ、及び半導体ランダム
アクセスメモリといったデータ記憶装置の記憶密度を高めると共にその記憶コストを削減
するよう研究してきた。しかし、記憶密度を高めることは益々難しくなっている。これは
、従来技術が記憶密度に関して根本的な限界に近づきつつあるように思われるからである
。例えば、従来の磁気記録に基づくデータ記憶は、超常磁性限界（該限界を下回ると室温
で磁気ビットが安定しなくなる）といった根本的な物理的限界に急速に近づきつつある。
【０００３】
　これらの根本的な限界に直面しない記憶装置が研究されている。かかる情報記憶装置の
一例が特許文献１に記載されている。該特許文献１によれば、データを記録し読み出す装
置は、接触プローブ及び記憶媒体を含む。一実施形態では、該記憶媒体は、基板、該基板
上の導電層、及び該導電層上に誘電体層から形成される。プローブは、誘電体層内に孔を
形成することにより、記憶媒体にデータを記録する。該孔は導電層の表面を露出させる。
読み出し動作時には、プローブは記憶媒体にわたって走査される。プローブの先端が孔に
遭遇すると、その先端が孔の中に落ちて、該プローブ先端と導電層との間に短絡が生じる
。
【特許文献１】Choi等による米国特許出願第2002/0066855A1（公開）公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１は、第１の実施形態の場合にプローブ先端の摩擦が問題となることを認
めている。該摩擦は、読み出し及び書き込み動作中にプローブ先端が導電層と接触する際
に生じ得る。該摩擦はプローブ先端を消耗させる。該消耗は記憶装置の寿命を短くし得る
ものである。
【０００５】
　上記特許文献１は第２の実施形態を開示しており、該実施形態では、記憶媒体は、基板
と該基板上の導電性ポリマー層とから形成される。該導電性ポリマー層内に孔を形成する
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ことによりデータが記録される。該導電性ポリマー層にわたってプローブを走査すること
によりデータが読み出される。プローブが導電性ポリマー層上を通り過ぎる際にプローブ
の先端と導電性ポリマー層との間の短絡が生じ、先端が孔を通り過ぎる際には短絡は生じ
ないものと思われる。上記特許文献１は、かかる第２の実施形態が、先端の摩擦を低減さ
せ、及びデータ読み出し速度の速いものであることを主張している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態によれば、データ記憶装置は、記憶媒体及び接触プローブを含む。
該記憶媒体は、第１のポリマー層と該第１のポリマー層上の第２のポリマー層とを含む。
前記第１のポリマー層は、導電性を有するものである。前記接触プローブは、前記第２の
ポリマー層に面している。
【０００７】
　本発明の他の実施形態及び利点については、本発明の原理を例示する図面に関して行う
以下の詳細な説明から明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１を参照すると、データ記憶装置110は、接触プローブ112のアレイと、記憶媒体114
とを含む。該記憶媒体114は、基板116、該基板116上の下側ポリマー層118と、該下側ポリ
マー層（第１のポリマー層）118上の上側ポリマー層120（第２のポリマー層）とを含む。
【０００９】
　接触プローブ112は上側ポリマー層120に面している。図示を単純化するために、１つの
接触プローブ112しか示していないが、実際にはプローブアレイは多数の接触プローブ112
を含むことが可能である。プローブ112は、記憶媒体114に対して静止することが可能であ
り、また、読み出し及び書き込み動作時に記憶媒体114にわたって走査することが可能で
ある。例示的な接触プローブ112として、Spindt型先端、シリコン先端構造、及びカーボ
ンナノチューブが挙げられる（但しこれらには限定されない）。他の例示的な接触プロー
ブアレイ、並びに該アレイを記憶媒体114にわたって走査させるための機構が、米国特許
第5,835,477号に開示されている。
【００１０】
　上側ポリマー層120はデータ記録層として機能する。上側ポリマー層120は、接触プロー
ブ112が該上側ポリマー層120のトポロジーを変化させることを可能にする材料から形成さ
れる。かかるトポロジーの変化の例として、窪みや、下側ポリマー層118を露出させるス
ルーホールが挙げられる。窪みタイプのトポロジー変化を図１に示す。スルーホールタイ
プのトポロジー変化は図示しない。
【００１１】
　トポロジー変化のタイプは、第２の層120の導電性に部分的に依存する。第２の層120が
誘電体（すなわち非導電性）である場合には、トポロジー変化をスルーホールとすること
ができる。スルーホールの穿孔が容易であることと下側ポリマー層118のウエッティング
とが相容れない場合には、スルーホールは消去できない可能性がある。しかし、材料を適
当に選択し、及びプローブ112に適当な圧力を加える場合には、消去機能を達成すること
ができる。
【００１２】
　第２の層120が部分的に導電性を有する場合には、トポロジー変化を窪み122とすること
が可能である。導電性材料がドープされると共に適当な動粘性率及び表面張力を有するポ
リメチルメタクリレート（PMMA）等の材料から上側ポリマー層120が形成される場合には
、窪み122は消去することが可能である。上側ポリマー層120の抵抗値は、窪み122の深さ
によって調整される。
【００１３】
　下側ポリマー層118は幾つかの役割を果たす。該層は、耐摩耗層として、上側ポリマー
層120のトポロジー変化の伝搬を阻止するバッキング層として、及び上側ポリマー層120か
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ら読み出し回路124へ電流を伝搬する導電層として機能する。下側層118がポリマーである
ため、接触プローブ112の摩耗が低減される。下側ポリマー層118は、トポロジー変化の伝
搬を阻止するよう上側ポリマー層120の材料よりも高いガラス転移温度を有する材料から
形成することが可能である。
【００１４】
　下側ポリマー層118は、有機LEDに用いられるポリマー等の導電性ポリマーから形成する
ことが可能である。代替的には、下側ポリマー層は、結果的に導電性材料となるポリマー
の組み合わせから形成することが可能である。例えば、ポリ(3,4-エチレンオキシチオフ
ェン)(PEDT）にポリ(スチレンサルフォネート)(PSS）をドープすることが可能である。別
の例として、下側ポリマー層118は、導電性材料をドープした熱硬化性材料から形成する
ことが可能である。
【００１５】
　基板116は如何なる特定の材料にも限定されない。基板のための例示的な材料として、
ガラス、金属、及び半導体が挙げられる。
【００１６】
　読み出し動作時に、接触プローブ112の先端は、上側ポリマー層120の表面と接触し、及
び該上側ポリマー層120の表面を横切って移動される。プローブが窪み又はスルーホール
内に落ちると、上側ポリマー層120の抵抗値が変化する。接触プローブ112と下側ポリマー
層118との間に接続された読み出し回路124は、上側ポリマー層120の抵抗値の変化を測定
することができる。
【００１７】
　ここで図２を参照する。同図に示す第２のデータ記憶装置210は、上記の第１のデータ
記憶装置110と同じプローブアレイ及び上側ポリマー層120を有することが可能である。し
かし、該第２のデータ記憶装置210の基板216は導電層として機能する。該基板216は、下
側ポリマー層218から読み出し回路124へと電流を伝搬させる。下側ポリマー層218は、耐
摩耗層及びバッキング層として機能するが、導電層としては機能しない。下側ポリマー層
218は、該バッキング層から基板216へと電流を伝搬させるだけの十分な導電率を有するも
のとなる。しかし、該第２のデータ記憶装置210の下側ポリマー層218は、第１のデータ記
憶装置110の下側ポリマー層118よりも短い距離しか電流を伝搬させないものである。それ
ゆえ、第２のデータ記憶装置210の下側ポリマー層218の抵抗値は、第１のデータ記憶装置
110の下側ポリマー層118の抵抗値よりも数桁だけ大きくすることが可能である。下側ポリ
マー層218は、PEDTといったポリマー（但しPSSが遙かに少ないもの）から形成することが
可能である。読み出し回路124は、接触プローブ112と基板216との間に接続されて、上側
ポリマー層120の抵抗値の変化を測定する。
【００１８】
　上記のように、本書では、接触プローブ112の摩耗を低減させる記憶媒体114,214を含む
接触プローブ型記憶装置110,210について開示した。かかる記憶媒体114,214は、それらの
データ記憶装置110,210の寿命を延ばすと共に、接触プローブ112をプラチナ－イリジウム
及びタングステンといった一層軟質の材料から形成することを可能にする。
【００１９】
　本発明の特定の実施形態について説明し図示したが、本発明は、かかる説明し図示した
構成要素の特定の形態又は配置には限定されない。本発明は特許請求の範囲に従って解釈
されるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施形態によるデータ記憶装置を示す説明図である。
【図２】本発明の第２の実施形態によるデータ記憶装置を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２１】
110,210     データ記憶装置
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112         接触プローブ
114,214     記憶媒体
116,216     基板
118,218     下側ポリマー層（第１のポリマー層）
120         上側ポリマー層（第２のポリマー層）

【図１】

【図２】
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